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(587) Abstract

Modern ultrawide flat screens known as PDPs and PALCs have a
glass plate with a micro~channel structure and an address electrode in each
channel. Until now, address electrodes have been mounted using printing
techniques or by direct selective sputtering in accordance with channel
structure or indirectly by means of selective etching of large-surface metal
layers deposited with no external current and/or galvanically leaving the
printed conductor structures in place. In order to avoid the disadvantages
of said known methods, the invention provides that the metal printed
conductors of the address electrodes be mounted selectively in the electrode
areas solely using a deposition method with no external current and/or
galvanically.

(57) Zusammenfassung

Modeme groBfiichige Flachbildschirme, bekannt als PDPs und
PALCs, besitzen eine Glasplatte mit einer Mikro—Kanalstruktur und einer
Adressierelektrode in jedem Kanal. Bislang wurden die Adressierelektro-
den mittels drucktechnischer Verfahren oder durch Sputtern direkt selektiv
entsprechend der Kanalstruktur oder indirekt durch ein selektives Wegéitzen
von groBfliachig auBenstromlos und/oder galvanisch abgeschiedenen Met-
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allschichten unter Belassung der Leiterbahnstrukturen aufgebracht. Zur Vermeidung der Nachteile dieser bekannten Verfahren sieht die
Erfindung vor, die metallischen Leiterbahnen der Adressierelektroden nur in den Elektrodenbereichen selektiv mittels der auBenstromlosen

und/oder galvanischen Abscheideverfahren aufzubringen.
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Verfahren zum Aufbringen von metallischen Leiterbahnen
als Elektroden auf eine Kanalplatte fiir
grofflachige Flachbildschirme

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Aufbringen von metallischen
Leiterbahnen als Elektroden auf eine Kanalplatte fiir groBflachige
Flachbildschirme unter Anwendung von aufenstromlosen und galvanischen

Verfahren zur Metallabscheidung.

Moderne groBfiichige Flachbildschirme, sogenannte Plasmadisplay-Panels
(PDPs) und Plasma adressierte Fliissigkeitdisplays (PALCs) benotigen fiir ihre
Funktion eine sogenannte Kanalplatte aus Glas, auf der mittels Stegen, auch
Barrieren oder Separatoren genannt, Kanile ausgebildet sind, und auf der sich
eine definierte Anzahl von vertikal (bei PDP) oder horizontal (bei PALC)
verlaufenden Leiterbahnen als Adressierelektroden befinden. Diese Elektroden
sind zwischen den rippenformigen Stegen, die ihrerseits erst nach der
Formierung der Elektroden aufgebaut werden, oder bereits vorher auf dem
Glassubstrat ausgeformt worden sind, aufgebracht. Die Fig. 1 zeigt eine

typische Ausfithrungsform einer derartigen Kanalplatte.

Der Aufbau der modernen Flachbildschirme, insbesondere der Kanalplatte,

wird im einschldgigen Schrifttum umfassend beschrieben.

Das Aufbringen dieser Adressierelektroden ist nicht zuletzt wegen der
Mikrostrukturierung der Kanalplatte - der Abstand zwischen den
rippenférmigen Stegen, d.h. die Kanalbreite, auch Pitch genannt, liegt im

Bereich von 100 bis 600 um - nicht unproblematisch.
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Die JP 95-077892 beschreibt ein Verfahren, bei der durch das strukturierte
Aufbringen von metallartigen Pasten mittels Siebdruck oder anderer
Druckverfahren, die Adressierelektroden auf der Kanalplatte ausgebildet
werden. Die prinzipiellen Nachteile dieses bekannten Verfahrens liegen in der
mangelnden Auflosung der verfiigbaren Druckverfahren und im hohen Preis
der metallhaltigen Druckpasten, der einer wirtschaftlichen Herstellung der
grofflachigen Flachbildschirme im Wege steht. Ferner eignet sich dieses
Verfahren nur fiir die Aufbringung von Elektroden auf ebenen Glassubstraten,

auf denen sich noch keine Stege befinden.

In der US-A-4,359,663 wird ein Verfahren zum Aufbringen der
Adressierelektroden in den Kandlen durch Sputtern des gewiinschten
Elektrodenmaterials auf das Glassubstrat beschrieben. Der wesentliche Nachteil
dieses Sputterverfahrens sind die hohen Produktionskosten aufgrund hoher

Anlageinvestitionen und der relativ geringe Substratdurchsatz.

Die japanische Offenlegungsschrift J P-A-H8-222128 beschreibt ein Verfahren
zum Aufbringen von Elektroden auf einer Kanalplatte fiir Displayanwendungen
mittels auBenstromloser und galvanischer Verfahren, wobei die Metallisierung
unselektiv auf der gesamten Flache des Displays abgeschieden wird. Bei
typischen Flichenanteilen der Elektrode von 5 - 20% der Displayfliche muf
bei ganzfiachiger Abscheidung die gesamte restliche Fliche von 95 - 80% der
Displayflache zur Strukturierung der Elektroden freigedtzt werden. Damit nutzt
dieses Verfahren den Metallanteil der verwendeten Galvanikbader nur
unzureichend aus. Es entstehen metallhaltige oder schwermetallhaltige Abfélle,
die unter hohem Kostenaufwand entsorgt werden miissen. Zusitzlich wird in
dieser Schrift konkret nur eine einzige transparente leitfahige Schicht (ITO) als
Basis erwihnt. Diese Schicht kann jedoch nur mittels Vakuumverfahren
(Sputtern oder Verdampfen) aufgebracht werden, so daB die beschriebenen

Vorteile der Metallisierung aus der fliissigen Phase teilweise entfallen.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ausgehend von diesem, auch
eingangs bezeichneten, Verfahren, dieses so zu fihren, daB es verfahrensmaBig
kostenglinstiger unter Verringerung des Verbrauches an abzuscheidenden
Metallen, unter Wegfall von zusétzlichen Atz-Verfahrensschritten und dadurch
bedingten Sonderabféllen und ohne den Einsatz kostenintensiver

Vakuumverfahren durchzufithren ist.

Die Losung dieser Aufgabe gelingt gem’ciB der Erfindung dadurch, daB die
metallischen Leiterbahnen nir in den Elektrodenbereichen selektiv mittels der
auBenstromlosen und/oder galvanischen Abscheideverfahren aufgebracht

werden.

Bei dem erfindungsgemaben Verfahren werden selektive auBenstromlose
Metallabscheidungen und galvanische (strombehaftete) Metallabscheidungen,
d.h. selektive Abscheidungen aus der fliissigen Phase, eingesetzt. Diese
Verfahren sind vergleichsweise zu Vakuumprozessen (z.B. Sputtern oder
Bedampfen) sehr kostengiinstig, da nur niedrige Investitionskosten notwendig
und hohe Substratdurchsatze moglich sind. Zudem sind die Bedingungen an die
Reinraumklasse deutlich relaxiert gegeniiber Hochvakuumtechnologien.
Erreicht werden diese Vorteile im erfindungsgeméBen Verfahren insbesondere
dadurch, daB keine ganzflachigen Metallisierungen, wie im Fall der
vorgenannten japanischen Offenlegungsschrift vorgenommen werden, sondern
die Elektronenbahnen selektiv auf dem Glassubstrat aufgebaut werden.
Hierdurch wird der Verbrauch an Metallen um einen Faktor von mindestens 10
gesenkt. Ferner sind keine nachfolgenden Atzschritte mehr notwendig, wie dies
beim oben genannten Verfahren nach der japanischen OS der Fall ist. Neben
dem Wegfall dieser ProzeBschritte entstehen beim erfindungsgeméfen
Verfahren dadurch keine metallhaltigen oder schwermetallhaltigen Abfélle, die

unter hohem Kostenaufwand entsorgt werden miifiten.
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Auf anderen technischen Gebieten, beispielsweise bei der Herstellung von
Kontaktbahnen auf fidchigen elektronischen Bauteilen, wie LCD-Zellen, oder
von Leiterbahnen bei mikrominiaturisierten Schaltkreisen oder dergleichen, ist
es an sich bekannt, strukturierte Metallisierungen, insbesondere unter

Verwendung eines Laserstrahles, auf einem Substrat aufzubringen.

Typischerweise wird dabei eine grofflichige Metallisierung aufgebracht, die
selektiv durch Maskierung entfernt wird. Diese Verfahren eignen sich jedoch
nicht zum Aufbringen von Elektroden fiir PDPs oder PALCs, da fiir diese
Anwendungen grofe Fléchen mit Diagonalen von 42 Zoll und mehr metallisiert
werden miissen. Hinzu kommt, daB mit einem Laser zur Strukturierung keine
groBfiichigen Substrate wirtschaftlich bearbeitet werden konnen. Auch konnen
die Flanken der Barriererippen nicht ohne weiteres mit dem Laser belichtet
werden und es konnte somit die notwendige selektive Entfernung der
Schutzschicht nicht durchgefiihrt werden. Fir die Herstellung von PDP- oder
PALC-Kanalplatten ist jedoch die vollstandige Entfernung jeglicher Metalle an

den Flanken der rippenartigen Stege notwendig.

In der EP 0 534 576 B1 wird ferner ein Verfahren zum selektiven Aufbringen
von Leiterbahnen auf Glassubstraten fiir elektronische Schaltkreise beschrieben,
bei dem in dem Strahlengang eines Excimerlasers eine Maske mit dem Negativ
der aufzubringenden Leiterbahnstruktur gebracht wird. Die aus der Maske
austretende Laserstrahlung wird auf eine plane Quarzglasscheibe gerichtet,
deren Riickseite mit einem reduktiven Kupferbad in Kontakt ist, wodurch
laserinduziert diinne Kupferbahnen selektiv entsprechend der gewinschten
Struktur abgeschieden werden. Da auch bei diesem Verfahren ein, zudem
spezieller, Laser eingesetzt werden muB, eignet es sich nicht fiir groffiachige
Glassubstrate wie Kanalplatten und zudem muB teures Quarzglas eingesetzt
werden, da nur dieses Glas fur das Licht des notwendigen Excimerlasers

durchlassig ist und die selektive riickwirtige Kupferabscheidung ermoglicht.
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Gegeniiber diesen Verfahren setzt das erfindungsgemaBe Verfahren mit Vorteil
nur grofflichentaugliche Prozesse ohne Verwendung von Vakuumtechnologien
zum selektiven Aufbau der Adressierelektroden ein. Ferner wird keine
transparente leitfahige Schicht als Grundlage und kein Quarzglas fiir dieses
Verfahren benotigt, ebenso kein Laser. AuBerdem kann das Verfahren nach

der Erfindung auch ohne weiteres auch fiir Kanalplatten eingesetzt werden, auf

denen sich bereits die rippenartigen Stege, die Barriererippen, befinden.

Das erfindungsgeméfe Verfahren wirkt sich gerade bei den Grabenstrukturen
von PDP/PALC-Schirmen vorteilhaft aus, da auch die Grabenwénde homogen

metallisierbar sind.

Aufrauhungen auf dem Substrat sind ebenfalls sehr vorteilhaft, da sie die

Haftfahigkeit verbessern.

Ferner konnen bei der Erfindung alle auBenstromlos oder strombehaftet
abscheidbaren Metalle und Metallegierungen entweder als alleiniges Material

oder in Form von Vielfachschichten eingesetzt werden.

Bei der Herstellung von Leiterplatten fiir die Elektronik bzw. von
Glassubstraten fiir elektronische Schaltkreise ist es zwar bekannt (De 44 38
799 A 1 und EP 0 083 458 B 1), zur Verbindung der Bauelemente
untereinander metallische Leiterbahnen selektiv stromlos abzuscheiden, jedoch
sind diese seit ca. 10 Jahren bekannte Verfahren wegen der anderen
Dimensionen und der anderen Randbedingungen nicht ohne weiteres auf das
selektive Beschichten der Kanile von Kanalplatten geeignet. Sie haben daher
keinen EinfluB auf die Technologie des Aufbringens von metallischen
Leiterbahnen als Elektroden auf eine Kanalplatte fir grofifldchige
Flachbildschirme gehabt, die bislang von dem Prinzip beherrscht wird,
groBflachige Metallisierungen aufzubringen und die Leiterbahnen nachtréglich

mittels der Maskierungstechnik selektiv herauszuarbeiten.
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Fiir den Aufbau der Leiterbahnen sind eine Reihe von Wegen moglich.
Besondere Vorteile werden erzielt, wenn gemap einer Weiterbildung der
Erfindung zunichst aufenstromlos eine dinne Leiterbahn aufgebracht wird,
welche dann anschlieBend durch eine galvanische oder chemische Abscheidung
verstarkt wird. Dabei hat es sich als zweckmiBig erwiesen, daB zunichst eine
diinne, ganzflachige, leitfahige Schicht als Startschicht abgeschieden wird,
welche danach selektiv abgedeckt und dann selektiv an den vorgesehenen
Flichen der Elektroden galvanisch und/oder stromlos verstarkt wird, und bei
der abschlieBend die diinne, ganzflachige Startschicht auBerhalb der
Elektrodenbereiche wieder entfernt wird. Vorzugsweise erfolgt dabei die
selektive Verstarkung der Elektrodenbereiche mittels einer selbstjustierenden

Maske.

Das Verfahren kann alternativ so gefiihrt werden, indem zunichst eine diinne,
ganzfléchige, Jeitfahige Schicht als Startschicht abgeschieden wird, die danach
photolithographisch strukturiert und anschlieBend galvanisch und/oder stromlos

verstarkt wird.

Als leitfahige Startschicht kann entweder ein Metall oder ein leitfahiges Oxid
aufgebracht werden mit einer Maximalschichtdicke von 500 nm, vorzugsweise

mit einer Schichtdicke von maximal 200 nm.

Eine weitere vorteilhafte Ausfiihrungsform des Verfahrens zum Aufbringen

von metallischen Leiterbahnen als Adressierelektroden auf eine Kanalplatte 14Bt
sich erzielen, wenn zZur Vorbereitung des selektiven Aufbaues der Leiterbahnen
zunachst die Kanalplatte mittels Photolithographie unter Verwendung eines die
gesamte Kanalplatte bedeckenden Photolackes und einer Positiv-Maske
entsprechend der Leiterbahnstruktur strukturiert wird, anschlieBend die
photolithographisch vorgegebenen freien Bahnen mit Palladiumkeimen belegt
werden, danach der Photolack auf den anderen Bereichen gestrippt und

abschliefend auf den bekeimten Bahnen die metallischen Leiterbahnen aus der
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fliissigen Phase abgeschieden und mit mindestens einer Schutzschicht versehen
werden. Dieses Verfahren gewihrleistet festhaftende Leiterbahnen unter

Aufwendung einer verhaltnisméBig geringen Menge von Metall.

Alternativ dazu 148t sich das Verfahren in vorteilhafter Weise derart fiihren,
daB zur Vorbereitung des selektiven Aufbaues der Leiterbahnen
Palladiumkeime selektiv entsprechend der Leiterbahnstruktur aufgebracht und
abschliefend auf den bekeimten Bahnen die metallischen Leiterbahnen aus der
fliissigen Phase abgeschiederi und mit mindestens einer Schutzschicht versehen

werden.

Fiir das selektive Aufbringen der Palladiumkeime sind mehrere Moglichkeiten
denkbar. So ist es gemaf einer Ausgestaltung moglich, daB das selektive
Aufbringen der Palladiumkeime mit der Tintenstrahltechnologie erfolgt.
Alternativ dazu kann das selektive Aufbringen der Palladiumkeime geméB einer
Ausgestaltung der Erfindung durch Atzen oder Sandstrahlen der Kanalplatte
iiber eine mechanische oder photolithographische strukturierte Maske mit
Offnungen entsprechend der Leiterbahnstruktur unter Aufrauhung der nicht
abgedeckten Bahnbereiche fiir eine selektive Bekeimung aus einem

Palladiumbad erfolgen.

Eine weitere Moglichkeit das Verfahren zu fithren besteht darin, daB zum
Vorbereiten des selektiven Aufbringens der Leiterbahnen zunichst die gesamte
Kanalplatte mit Palladiumkeimen belegt wird, anschlieBend mittels
Photolithographie unter Verwendung eines die gesamte Kanalplatte
bedeckenden Photolackes und einer Maske die Bahnen fiir die
Elektrodenstruktur durch selektive Abscheidung von Metallen in den Bahnen
erzeugt werden, danach der Photolack mit den darunterliegenden
Palladiumkeimen in den anderen Bereichen gestrippt und anschliefend die
abgeschiedenen Leiterbahnen mit mindestens einer Schutzschicht versehen

werden. Die flachige Palladiumbekeimung stellt keine durchgangige
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Metallschicht dar, sondern ist nur eine verteilte Einbringung von vereinzelten
Keimen. Dadurch wird allenfalls eine sehr diinne ganzflache Startschicht
bendtigt, die dann selektiv verstirkt werden kann, wie im vorstehenden

beschrieben.

Unter dem Begriff "photolithographisch Strukturieren" sollen verstanden
werden die Schritte: Belacken mit Photolack, Belichten, Entwickeln, Atzen des
Untergrundes an den freigelegten Stellen und anschlieBendes Strippen des

Photolackes (bzw. artverwandte Verfahren wie lift-off).

Falls Reaktionen mit dem Glas vermieden werden sollen, ist es zweckmaBig,
unter die ganzflache Palladiumbekeimungsschicht eine SiO,-Diffusionssperre

ganzflachig einzubringen.

Eine besonders wirtschaftliche Fithrung des Verfahrens 1aBt sich erzielen, wenn
zur auBenstromlosen oder galvanischen Abscheidung Metalle oder
Metallegierungen verwendet werden, die sowohl die Funktion des
Stromtransports als auch die Funktion des Korrosionsschutzes und eines
Sputterschutzes leisten. Dabei ist es gemaB einer ersten Ausgestaltung der
Erfindung zweckmaBig, wenn das Elektrodenmaterial aus Nickel und/oder
Kupfer in Verbindung mit einem metallischen Korrosionsschutz besteht, wobei
das Korrosionsschutz-Metall aus einem auBenstromlos abscheidbaren
korrosionsschiitzenden Metall, vorzugsweise Nickel, Palladium oder Gold
besteht. GemaB einer Alternative dazu, ist es zweckmiBig, daB das
Elektrodenmaterial aus Nickel und/oder Edelmetall in Verbindung mit einem
metallischen Korrosionsschutz besteht, wobei das Edelmetall aus einem
auBenstromlos oder galvanisch abscheidbaren Metall, wie z.B. Palladium,
Silber, Gold besteht und das Korrosionsschutzmetall aus einem auBenstromlos
abscheidbaren korrosionsschﬁtzenden Metall, vorzugsweise Nickel, Palladium,
oder Gold besteht. Bei der auBenstromlosen Abscheidung liegen dabei die

Metalle in einem reduktiven Bad vor; bei einer gewiinschten Abscheidung von
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Kupfer beispielsweise ist ein reduktives Kupferbad vorgesehen, das auch als
"chemisch Kupfer" bezeichnet wird und welches ein autokatalytisches

Abscheiden der Metalle ermoglicht.

Die nachfolgend beschriebenen Beispiele erlautern den Ablauf des
erfindungsgeméBen Verfahrens und machen auch dessen Vorteile im konkreten

deutlich.

Beispiel 1 (mit Fig. 2)

Ein planes AF 45 Glassubstrat (100 x 100 x 3 mm3) wird einseitig mit einem
Positivresist (Photolack), z. B. (Shipley 1818) in einer Dicke von 2 pm
beschichtet und iiber eine Maske selektiv entsprechend der gewiinschten
Elektrodenstruktur belichtet (Schritt 1). Nach der Entwicklung wird das
Substrat fiir drei Minuten in eine wibrige Ammoniumhydrogenfluoridlosung
getaucht, um die Glasoberfliche chemisch leicht aufzurauhen und dadurch eine
verbesserte Haftung des Metalls zum Glas zu erreichen. Das Glassubstrat
befindet sich derart in einem Halterungsrahmen, daB jeweils nur eine Glasseite
der Fliissigkeit ausgesetzt ist. Danach wird das Glassubstrat in eine 5 %ige
salzsaure Zinn(II)chloridlosung getaucht, danach 30 Sekunden mit destilliertem
Wasser abgespiilt und dann eine Minute in eine 0,05 %ige salzsaure
Palladium(ID)chloridlosung getaucht, wobei die Palladiumkeimbildung einsetzt
(Schritt 2). Danach wird das Glassubstrat eine Minute mit flieBendem
destillierten Wasser gespiilt. Der Photolack wird dann durch Eintauchen in
Aceton gestrippt und es verbleiben dann nur die Palladiumkeime auf dem Glas,

die fiir den weiteren Aufbau der Elektrode benotigt werden (Schritt 3).

Das so behandelte Glas wird dann fiir eine Minute in ein chemisch Nickelbad
(Ni-Gehalt 4,5 g/1, Hypophosphit-Gehalt 22 g/1, pH-Wert 4,5) mit einer
Temperatur von 70° C getaucht, wobei sich nun selektiv Nickelbahnen mit
einer Dicke von 150 nm und der photolithographisch vorgegebenen Breite

abscheiden (Schritt 4).Diese Leiterbahnen werden bei 200° C getrocknet, um
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eine bessere Haftung zu erreichen. Das so selektiv vernickelte Glas wird nun
45 Minuten in ein chemisch Kupferbad (Cu-Gehalt 2,5 g/l,
Formalinkonzentration 37 %ig 8 ml/l, pH-Wert 8,2) bei 40° C getaucht, wobei
sich 2, 5 pm Kupfer auf dem Nickel abscheiden (Schritt 5). Die Kupferbahnen
werden nun zum Korrosionsschutz vernickelt, wobei das Substrat fiir 30
Sekunden in eine 5 %ige salzsaure Zinn(IT)chloridlosung, danach 15 Sekunden
mit destilliertem Wasser gespiilt und danach 30 Sekunden in einen Aktivator
(Pd-Gehalt 50 mg/1, pH-Wert 2) getaucht werden. Nach dem Abspiilen mit
destilliertem Wasser wird das Glassubstrat dann wieder 5 Minuten bei 65° C in
die o.a. chemisch Nickellosung getaucht, wobei sich dann eine 1 um dicke

Nickel-Phosphor-Schicht ausbildet, welche als Korrosionsschutz dient (Schritt
6).

Beispiel 2 (noch mit Fig. 2)

Ein Glassubstrat wie im Beispiel 1 wird ebenfalls mit Palladiumkeimen selektiv
versehen, mit dem Unterschied, daB die Palladiumkeime direkt mit Hilfe der
Tintenstrahltechnologie strukturiert aufgebracht werden. Das so behandelte
Glas wird dann fiir eine Minute in das bereits beschriebene chemisch
Nickelbad mit einer Temperatur von 70° C getaucht, wobei sich selektiv
Nickelbahnen mit einer Dicke von 150 nm und der drucktechnisch
vorgegebenen Breite abscheiden (Schritt 4). Nach dem Druckprozef werden
die Schichten thermisch bei 200° C fixiert. Das so selektiv vernickelte Glas
wird 45 Minuten in das bereits beschriebene Kupferbad bei 40° C getaucht,
wobei sich 2,5 um Kupfer auf dem Nickel abscheiden (Schritt 5). Die
Kupferbahnen werden nun zum Korrosionsschutz vernickelt, wobei das
Substrat fiir 30 Sekunden in eine 5%-ige salzsaure Zinn(II)chloridlosung,
danach 15 Sekunden mit destilliertem Wasser gespiilt und danach 30 Sekunden
in den im Bespiel 1 erwihnten Aktivator getaucht wird. Nach dem Abspiilen
mit destilliertem Wasser wird das Glassubstrat wieder fiinf Minuten bei 65° C

in die beschriebene chemische Nickellosung getaucht, wobei sich dann eine 1
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pm dicke Nickel-Phosphor-Schicht ausbildet, welche als Korrosionsschutz dient

(Schritt 6).

Beispiel 3 (mit Fig. 3)

Ein planes D 263 Glassubstrat (100 x 100 x 3 mm3) wird fiir fiinf Minuten in
eine wibrige Ammoniumhydrogenfluoridlosung getaucht, um die
Glasoberfliche chemisch leicht aufzurauhen und so die Haftung des Metalls auf
dem Glas zu verbessern. Das Glassubstrat befindet sich derart in einem
Halterungsrahmen, daB jeweils nur eine Glasseite der Fliissigkeit ausgesetzt ist.
Danach wird das Glassubstrat in eine 5 %ige salzsaure Zinn(IT)chloridlésung
getaucht, danach 30 Sekunden mit destilliertem Wasser abgespiilt und dann
eine Minute in eine 0,05 %ige salzsaure Palladium(IT)chloridldsung getaucht,
wobei die Palladiumkeimbildung einsetzt (Schritt 1). Danach wird das
Glassubstrat eine Minute mit flieBendem destilliertem Wasser gespiilt.
AnschlieBend wird auf der chemisch behandelten Glasseite der negative
Photoresist aufgebracht ( 3um) und mit einer entsprechenden Maske
strukturiert (Schritt 2). Das so behandelte Glas wird dann fiir eine Minute in
das bereits beschriebene Nickelbad mit einer Temperatur von 60° C getaucht,
wobei sich nun selektiv Nickelbahnen mit einer Dicke von 100 nm und der
photolithographisch vorgegebenen Breite abscheiden (Schritt 3). Das so selektiv
vernickelte Glas wird nun 45 Minuten in das ebenfalls bereits beschriebene
Kupferbad bei 40° C getaucht, wobei sich 2,5 um Kupfer auf dem Nickel
abscheiden (Schritt 4). Der Photolack und die darunterliegenden
Palladiumkeime werden nun durch Eintauchen in eine wabrige alkalische
Losung (10 %ige Natronlauge), die den Komplexbildner
Ethylendiamintetraessigsaure (EDTA) in einer Konzentration von 100 g/1
enthilt, gestrippt (Schritt 5). Die Kupferbahnen werden danach zum
Korrosionsschutz vernickelt, wobei das Substrat fiir 30 Sekunden in eine 5
%ige salzsaure Zinn(II)chloridlosung, danach 15 Sekunden mit destilliertem
Wasser gespiilt und anschliefend 30 Sekunden in den erwahnten Aktivator

getaucht wird. Nach dem Abspiilen mit destilliertem Wasser wird das
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Glassubstrat dann wieder fiinf Minuten in die chemische Nickellosung
getaucht, wobei sich dann eine 1 pm dicke Nickel-Phosphor-Schicht ausbildet,

welche als Korrosionsschutz dient (Schritt 6).

Beispiel 4 (mit Fig. 4)

Ein planes AF 45 Glassubstrat (200 x 150 x 3 mm3) wird per Siebdruck mit
einem mechanisch resistenten Lack beschichtet (Schritt 1). Das derart
strukturierte Glassubstrat wird nun einem Sandstrahlproze unterzogen, wobei
Aluminiumoxidkorner eingesetzt werden (Schritt 2). Nach dem Sandstrahlen
wird der Lack gestrippt, so daB sich auf dem Glassubstrat nur noch die durch
das Sandstrahlen erzeugten aufgerauhten Strukturen befinden (Schritt 3). Auf
diese Weise werden Griben mit einer Tiefe von ca. 5 pm erhalten. Auf dem
Kanalboden liegt die Rauhtiefe bei 0,5 um. Das so definiert aufgerauhte
Glassubstrat wird in eine 5 %ige salzsaure Zinn(II)chloridlosung getaucht,
danach 30 Sekunden mit destilliertem Wasser abgespiilt und dann eine Minute
in eine 0,05 %ige salzsaure Palladium(IT)chloridlésung getaucht, wobei die
Palladiumkeimbildung einsetzt (Schritt 4). Danach wird das Glassubstrat fiinf
Minuten lang mit destilliertem Wasser unter Zuhilfenahme eines Spriihstrahles
gespiilt. Auf diese Weise werden die Keime von den nicht aufgerauhten Partien
des Glases entfernt, wihrend in den aufgerauhten Grabenbereichen immer noch
geniigend Keime haften bleiben (Schritt 5). Das so behandelte Glas wird dann
fiir eine Minute in das beschriebene Nickelbad mit einer Temperatur von 60°
C getaucht, wobei sich nun selektiv Nickelbahnen mit einer Dicke von 100 nm
und der vorgegebenen Breite abscheiden (Schritt 6). Das so selektiv vernickelte
Glas wird nun 45 Minuten in das erwahnte Kupferbad bei 40° C getaucht,
wobei sich 2,5 um Kupfer auf dem Nickel abscheiden (Schritt 7). Die
Kupferbahnen werden nun zum Korrosionsschutz vergoldet, wobei das Substrat
fiir 15 Minuten in ein Goldbad (Goldgehalt 3 g/l, pH-Wert 4,6) bei einer
Temperatur von 85° C eingetaucht wird, wodurch sich dann selektiv auf dem

Kupfer eine 100 nm dicke Goldschicht niederschlagt (Schritt §).



WO 00/16366 PCT/EP99/05615

13

Diese Beispiele belegen, daB es durch die Erfindung moglich ist, die
Adressierelektroden auf den Kanalplatten fiir Flachbildschirme kostengiinstig
und damit auf wirtschaftliche Weise aufzubringen, sei es durch die Verfahren
selbst und sei es durch den wesentlich geringeren Metallverbrauch infolge der

selektiven Aufbringung der metallischen Leiterbahnen.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Aufbringen von metallischen Leiterbahnen als
Elektroden auf eine Kanalplatte fiir grofflichige Flachbildschirme unter
Anwendung von auBenstromlosen und galvanischen Verfahren zur
Metallabscheidung, dadurch gekennzeichnet, da die metallischen
Leiterbahnen nur in den Elektrodenbereichen selektiv mittels der
auBenstromlosen und/oder galvanischen Abscheideverfahren aufgebracht

werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB zunéchst
auBenstromlos eine diinne Leiterbahn aufgebaut wird, welche dann
anschlieBend durch eine galvanische oder chemische Abscheidung

verstarkt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB zunichst eine
diinne, ganzflichige, leitfdhige Schicht als Startschicht abgeschieden
wird, die danach selektiv abgedeckt und dann selektiv an den
vorgesehenen Flachen der Elektroden galvanisch und/oder stromlos
verstirkt wird, und bei der abschlieSend die diinne, ganzfiichige

Startschicht auBerhalb der Elektrodenbereiche wieder entfernt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die selektive
Verstirkung der Elektrodenbereiche mittels einer selbstjustierenden

Maske erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da zunéchst eine
diinne, ganzflachige, leitfahige Schicht als Startschicht abgeschieden
wird, die danach photolithographisch strukturiert und anschliefend

galvanisch und/oder stromlos verstarkt wird.
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6.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzéichnet, daf} zunéchst
selektiv eine diinne leitfihige Schicht als Startschicht strukturiert wird,
vorzugsweise nach der Tintenstrahltechnologie und vorzugsweise unter
Aufspritzen von metallhaltigen Losungen, Suspensionen oder Pasten,

welche dann anschlieBend galvanisch und/oder stromlos verstérkt wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daB als leitfihige Startschicht ein Metall mit einer Maximalschichtdicke

von 550 nm aufgebracht wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die

Schichtdicke maximal 200 nm betrégt.

9. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB
als leitfahige Startschicht ein leitfahiges Oxid mit einer

Maximalschichtdicke von 500 nm aufgebracht wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die

Schichtdicke maximal 200 nm betragt.

11.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB zur
Vorbereitung des selektiven Aufbaues der Leiterbahnen zunéchst die
Kanalplatte mittels Photolithographie unter Verwendung eines die
gesamte Kanalplatte bedeckenden Photolackes und einer Positiv-Maske,
entsprechend der Leiterbahnstruktur strukturiert wird, anschlieBend die
photolithographisch vorgegebenen freien Bahnen mit Palladiumkeimen
belegt werden, danach der Photolack auf den anderen Bereichen
gestrippt und abschlieBend auf den bekeimten Bahnen die metallischen
Leiterbahnen aus der fliissigen Phase abgeschieden und mit mindestens

einer Schutzschicht versehen werden.
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Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB zur
Vorbereitung des selektiven Aufbaues der Leiterbahnen Palladiumkeime
selektiv entsprechend der Leiterbahnstruktur aufgebracht und
abschlieBend auf den bekeimten Bahnen die metallischen Leiterbahnen
aus der fliissigen Phase abgeschieden und mit mindestens einer

Schutzschicht versehen werden.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB das
selektive Aufbringen der Palladiumkeime mit der
Tintenstrahltechnologie erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daf das
selektive Aufbringen der Palladiumkeime durch Atzen oder
Sandstrahlen der Kanalplatte iiber eine mechanische oder
photolithographisch strukturierte Maske mit Offnungen entsprechend der
Leiterbahnstrukturen unter Aufrauhung der nicht abgedeckten
Bahnbereiche fiir eine selektive Bekeimung aus einem Palladiumbad

erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da zum
Vorbereiten des selektiven Aufbringens der Leiterbahnen zunéchst die
gesamte Kanalplatte mit Palladiumkeimen belegt wird, anschliefend
mittels Photolithographie unter Verwendung eines die gesamte
Kanalplatte bedeckenden Photolackes und einer Maske die Bahnen fiir
die Elektrodenstruktur unter selektiver Abscheidung von Metallen in
den Bahnen erzeugt werden, danach der Photolack mit den
darunterliegenden Palladiumkeimen in den anderen Bereichen gestrippt
und anschlieBend die abgeschiedenen Leiterbahnen mit mindestens einer

Schutzschicht versehen werden.



WO 00/16366 PCT/EP99/05615

16.

17.

18.

19.

20.

17

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
daB auf die Kanalplatte, vorzugsweise unter die ganzflichige Palladium-
Bekeimungsschicht, vorzugsweise eine SiO,-Diffusionssperre

ganzflichig aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
daB zur auBenstromlosen oder galvanischen Abscheidung Metalle oder
Metallegierungen verwendet werden, die sowohl die Funktion des
Stromtransports als auch die Funktion des Korrosionsschutzes und eines

Sputterschutzes leisten.

Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, da8 das
Elektrodenmaterial aus Nickel und/oder Kupfer in Verbindung mit
einem metallischen Korrosionsschutz besteht, wobei das
Korrosionsschutz-Metall aus einem auBlenstromlos abscheidbaren
korrosionsschiitzenden Metall, vorzugsweise Nickel, Palladium oder

Gold besteht.

Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB das
Elektrodenmaterial aus Nickel und/oder Edelmetall in Verbindung mit
einem metallischen Korrosionsschutz besteht, wobei das Edelmetall aus
einem aufenstromlos oder galvanisch abscheidbaren Metall, wie z.B.
Palladium, Silber, Gold besteht und das Korrosionsschutzmetall aus
einem auBenstromlos abscheidbaren korrosionsschiitzenden Metall,

vorzugsweise Nickel, Palladium, Chrom oder Gold besteht.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
daB die die Elektroden bildenden Schichten als mehrlagige Schichten

ausgebildet sind.
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21.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daf die
mehrlagigen Schichten jeweils aus einer haftvermittelnden Schicht, einer

stromleitenden Schicht und mindestens einer Schutzschicht besteht.
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